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요약

내용 없음.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

반도체 기억장치

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 실시예에 따른 EPROM의 일반적인 구성을 보여주는 블록회로도.

제2도는  제1도에  표시된  EPROM에서  메모리  셀  블록,  용장  메모리  셀  블록  및  스위칭회로를  보여주는 
회로도.

제3도는 전자 시그니춰(signature)데이타를 보여주는 제2도에 표시된 EPROM의 블록회로도.

제4도는 JEDEC에 의해 제안된 전자 시그니춰의 형식을 보여주는 테이블.

제5도는 제조업자의 코우드의 여러가지 예를 보여주는 테이블.

제6도는 어드레스신호와 선택된 서브 블록 사이의 관계를 보여주는 테이블.

제7도는 제2도에 표시된 EPROM에서 어드레스신호 발생회로를 좀더 상세하게 보여주는 회로도.

제8도는 제2도에 표시된 EPROM 회로에서 신호 검출회로를 좀더 상세히 보여주는 회로도.

제9도는 제2도에 표시된 EPROM 회로에서 제어신호 발생신호를 좀더 상세하게 보여주는 회로도.

제10도는 퓨우즈 용단신호를 발생하기 위한 회로를 보여주는 회로도.

제11도는  용장  메모리  셀  블록에  대응하는  퓨우즈  용단신호를  발생하기  위한  회로를  보여주는 회로
도.

제12도는 본발명의 다른 실시예에 따른 EPROM을 보여주는 블록회로도.

제13도는 제12도에 표시된 EPROM에서 1개의 메모리 셀 블록을 보여주는 회로도.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

Q1 내지 Q8 : 출력단자                     11 내지 18 : 메모리 셀 블록

19 : 용장 메모리 셀 블록             
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11a 내지 19a : 특정영역,                  11-0 내지 11-7,…

19-0 내지 19-7 : 서브블록     

9 : 어드레스신호발생회로                 21 내지 29 : 스위칭회로

41 내지 49 : 제어신호발생회로          5 : 신호검출회로

AD1 내지 AD9 : 어드레스신호결정회로

S1,S2,S3 : 어드레스신호선택회로      6 : 행 디코우더

[발명의 상세한 설명]

본발명은  프로그램  가능  판독전용  반도체  기억장치(pregrammable  read  only  semiconductor  memory 
device  :  PROM),  특히  PROM의  부속장치에  관한  일종의  판독전용  기억장치(read  only  memory  : ROM)
데이타인 전자 시그니취(electronic signature)를 판독하기 위한 판독회로에 관한 것이다.

최근  미합중국  전자공업협회(Electronic  Industrial  Association  :  EIA)의  예  하기관인  JEDEC(joint 
Electron  Device  Engineering  Council)는  소위  전자  시그니취의  사용을  제안했다.   즉, 소거가능하
고  프로그램  가능한  판독전용기억장치(erasable  and  programmable  read  only  semiconductor  memory 
device  :  EPROM)를  제조하는  과정에서  제조업자의  코우드  또는  프로그래밍  알고리즘  번호와  같은 일
종의  ROM데이타로서  전자시그니취를  미리  기입함에  의해서  EPEOM의  특정단자에  특정신호를  가함에 
의해서 이  데이타를 판독할 수  있다.   제조업자 코우드와 같은 종류의 전자 시그니취의 데이타 구성
내용은 제4도 및 제5도를 참고로하여 보다 상세히 뒤에 설명한다.

일반적으로   EPEOM에서  칩의  생산성을  개선하기  위하여  용장(冗長  :  redunda-ncy)회로가  고장회로를 
대신할 수 있도록 용장구조가 채용된다.  이와 같은 용장기술은 예를들면 ISSC 81/Wenesday, 
February  18,  1981/BALL  ROOMS   A-B/3  :  15  P.M.,  pp  80-81  및  ISSCC  82/Thursday,  February  11, 
1982/CONTINENTAL BALL ROOMS 1-4/10 : 45 A.M., pp 112-113에 개시되었다. 

이와  같은  용장구조를  가진  EPROM에서  용장회로가  사용될때  대체된  회로부분에  대응하는  전자 시그
니춰 데이타의 내용을 정확하게 판독하는 것이 필요하다.

본발명의  목적은  용장회로가  반도체기억장치내의  어떤  회로부분에  의해  대체될지라도  전자 시크니춰
가 정확하게 그로부터 판독할 수 있는 용장구조를 가진 반도체 기억장치를 제공하는 것이다.

상기  목적을  이루기  위하여  본발명에  따르면  각각  복수의  출력비트  데이타를  출력하기  위한  복수의 
출력단자와,  각각  출력단자에  대응하는  복수의  메모리  셀  블록  및  메모리  셀  블록  사이에서  고장난 
메모리 셀 블록을 대체할 수 있는 용장 메모리 셀 블록으로 이루어지는 반도체 기억장치가 
제공된다.   용장  메모리  셀  블록은  복수  비트로  구성되는  제1소정  데이타를  기억시키기  위한 제1특
정영역을 가진다.  메모리 셀 블록 각각은 제2소정 데이타를 기억시키기 위한 제2특정영역을 
가진다.  제2소정  데이타를  1대  1대응에서  제1소정데이타의  분할된  하나와  동일하다.   더우기  반도체 
기억장치는 메모리 셀 블록중의 하나가 용장 메모리 셀 블록에 의해 대체될때 용장 메모리  셀 블록
에  의해  대체될  메모리  셀  블록에  기억된  제2소정데이타에  대응하는  제1소정데이타의  분할된  하나를 
선택적 판독하기 위한 수단을 포함한다.

본  발명의  상기한  목적  및  특징은  첨부된  도면을  참고로  하여  다음의  바람직한  실시예  설명으로 부
터 좀더 명확하게 될 것이다.

제1도는  본발명의  실시예에  따른  용장메모리  셀  블록을  가진  8비트출력  EPROM을  보여주는  전체적인 
구성도이다.   제1도에  표시된  EPROM에서  메모리  셀  블록(11  내지  19)가운데에서  8비트의 출력단자
(Q1  내지  Q8)에  대응하는  메모리  셀  블록(11  내지  18)은  각각  스위칭회로(21  내지  28)를  통하여 출
력버퍼(31  내지  38)에  접속된다.  메모리  셀  블록(19)는  스위칭회로(29)를  통하여   스위칭회로(21 내
지  28)에  접속된  용장메모리  셀  블록이며  이것은  출력단자(Q1  내지  Q8)중의  하나에  대응하는 고장메
모리   셀  블록을  대체시킨다.   각  스위칭회로로(21  내지  29)의  스위칭은  제어신호  발생횔로(41  내지 
19)로부터의  제어신호(BRi,  단  i=1,2,...,  또는  9)에  의해   제어된다.  각  제어신호  발생회로(41 내
지  19)에서  제어신호(BRi)는  여기에  갖춰진(제1도에는  표시되어  있지  않으나  후에  제9도를  참고로 
하여  상세히  설명됨)퓨우즈의  전도  또는  비전도상태에  따라서  출력된다.   메모리  셀  블록  (11  내지 
18)중의  하나의  고장난  메모리  셀  블록을  용장  메모리  셀  블록(19)과  대체하기  위하여  대응하는 제
어신호발생회로내의  퓨우즈가  대체될  메모리  셀  블록에  대응하는  퓨우즈  용단  신호(FC1  내지 FC8)중
의 하나에 의해 용단 된다.          

또한  제어신호  발생회로(49)내의  퓨우즈  용장  메모리  셀  블록(19)에  대응하는  퓨우즈 용장신호(FC
9)에  의해  용단된다.  퓨우즈  용단  신호(FC1  내지  FC8)는  대체신호(replacing  Signal  :  RW)에  응하여 
발생되며 각각 출력단자((Q1 내지 Q8)에 대체되는 블록선택신호가 가해진다.

메모리  셀  블록(11  내지  19)은  또한  실리콘  기호로서  언급된  전자  시그니춰를  기억하기  위하여  각각 
특정영역(11a,12a,13a,…,  및  19a)을  갖는다.   이  특정영역은  ROM으로  이루어진다.   각각  메모리  셀 
블록(11  내지  19)의  나머지영역(11b,12b,…,  및   19b)은  EPROM이다.   일고장  메모리  셀  블록을  용장 
메모리  셀블록(19)으로  대체함에  의해서  고장  메모리  셀  블록에  대하여  정확한  전자  시그니춰가 후
에 상세히 설명될 용장 메모리 셀 블록(19)내의 특정영역(19a)으로부터 판독될 수 있다.                                       

제2도에는  제1도에  표신된  EPROM에서  메모리  셀  블록(11),  용장  메모리  셀  블록(19)  및 스위칭회로
(21  및  29)의  구성이 좀더 상세히 표시되어 있다.  메모리 셀  블록(11)에  있어서 복수의 워어드 라인
(WL)과  복수의  비트라인(BL)이  직교하게  되어  있다.   워어드라인(WL)과  비트라인  사이의  각  교차 위
치상에는  EPROM셀(MC)이  갖추어져  있다.  특정영영에는  워어드라인과  병렬로  뻗어있는  가상  워어드선 

14-2

89-005156



(Virtual  word  line  :  VWL)이  갖추어져  있다.   가상  워어드라인(VWL)과  각  비트라인(BL)사이에는 
ROM  셀(RC)  접속된다.  ROM  셀(RC)은  각  비트라인(BL)에  그들을  접속  또는  비접속시킴에  의해서  전자 
시그니춰  데이타를  기억하도록  채용된다.  전자  시그니춰의  예는  제4도  및  제5도를  참고하여  후에 설
명될  것이다.   가상  워어드라인(VWL)은  어드레스  입력 단자(A9 )에  가해진  가상워어드라인 선택신호

를  검출하여  ROM셀(RC)로부터  전자기호를  판독하기  위한  가상워어드라인(VWL)을  구동하는 신호검출
회로(5)에  접속된다.   각   워어드라인(WL)은  행(row)디코우더  회로(6)에  접속된다.   그리고  가상 워
어드라인(VWL)상에  신호가  "  H  "로  될때  행  디코우더(6)는  이  신호에  의해  제어되어  모든 워어드라
인이 " L " 이 되게 한다.

메모리  셀  블록(11)은  각각이  16비트라인(BL)을  포함하고  있는  8서브블록(11-0,11-1,…,  및 11-7)으
로  분할되어  있다.   제1서브블록(11-0)내의  16비트라인(BL)모두는  각각  비트라인  선택 트랜지스터
(Ta0 , Ta1 ,  …,  및 T a15 ),  서브 블록 선택 트랜지스터( Tb0 )  및 스위칭회로(21)내의 메모리 셀 블록 선

택 트랜지스터( Tc1)를 통하여 동일한 출력버퍼(31)에 접속된다.

또한   스위칭회로(21)는  제어신호발생회로(41)로부터 제어신호(BR1 )  를  받아들이기위한  입력과 트랜

지스터( Tc1 )의  게이트에  접속된  출력을  가지고  있는  인버어터(IV1)  를  포함하고  있다.  또한 스위칭

회로(21)는  인버어터(IV1)  의  입력에  접속된  게이트를  가지고  있는  용장블록  선택  트랜지스터( Tc2)

를 포함한다.   트랜지스터(Tc1 및 Tc2)의 소오스는 출력버퍼(31)에 접속된다.

기타 메모리 셀  블록 각각은(12,13,…,  및  19)  메모리 셀  블록(11)과  동일한 회로 구성을 가지고 있
다.

각각  메모리  셀  블록  (12,13,…,  및  18)에  대응하는  각  스위칭회로(22,23,…,  및  28)는 스위칭회로
(21)과  동일한  회로  구성을  가지고  있다.   반대로  용장  메모리  셀  블록(19)에  대응하는 스위칭회로
는 제어신호(BR9 )  를  받아들이도록  채택된  게이트  전극을  가진  단일  스위칭 트랜지스터(Tc3 )를 가지

고 있다.  용장 메모리 셀 블록(19)내의 서브블록 선택 트랜지스터( Tb0 , Tb1 ,  …, 및 Tb7 )의 소오스는 

스위칭 트랜지스터(Tc3 )를  통하여  모든  스위칭회로(21  내지  28)내의  용장블록  선택 트랜지스터(Tc2 )의 

드레인에 공통으로 접속된다.

모든  메모리  셀  블록(11  내지  19)내의  각  서브블록에서 비트라인선택트랜지스터(Ta0 , Ta1 ,  …,  및 

Ta15 )의  게이트  전극은  각각  비트라인  선택신호(BO,B1,…,  및  B15)를  받아들이도록  사용된다.    비트

라인  선택신호(BO,B1,…,  및  B15)는  낮은  차수의  열  어드레스  입력신호(A0,A1,A2  및   3)를  해독하는 
제1열  해독기회로(7)로부터  공급되어  비트라인  선택신호(BO,B1,…,  및   B15)중의  하나를  고전위레벨 
" H "로 되게 한다.

각 메모리 셀 블록(11  내지 19)에서 서브블록 선택 트랜지스터( Tb0 , Tb1 ,  …,  및 Tb7 )의  게이트 전극

은  각각  서브블록  선택신호(C0,  C1,  …,  및  C7)를  받아들이도록  사용된다.  서브블록  선택신호(C0, 
C1,…,  및  C7)는  높은  차수의  열  어드레스신호(a4,  a5  및  a6)를  해독하는  제  2  열 해독기회로(8)로
부터  공급되어  서브  블록선택신호(C0,  C1,…,  및  C7)중  하나를  고전위레벨  "  H  "이  되게  한다.   따
라서,  열  어드레스 신호(A0  내지  A3  및  a4  내지  a6)를  지정함에 의해서 각  메모리 셀  블록내의 8서
브블록중 하나가 선택되고 선택된 서브블록 각각의 16 비트 라인(BL) 중의 하나가 선택된다.

또한  가상  워어드라인(VWL)은  행  디코우더회로(6)  및  어드레스  신호  발생회로(9)에  접속된다.   가상 
워어드라인(VWL)이  선택될때  기준전압(VRR)이  행  디코우더회로(6)  에  인가되어  그것의  동작을 금지
시키며  그리고  제어신호(BR1  내지  BR9)에  응하여  고정된  세트의  어드레스신호(a4,  a5  및  a6)를 발생
하도록 어드레스 신호 발생회로(9)에 인가된다.

이  실시예에서  용장  메모리  셀  블록(19)을  제외한  1메모리  셀  블록내의  모든  ROM셀(RC)은  제3도에 
표시된  바와같이  동일  데이타를  기억한다.   즉,  제3도에서  제1도  및  제2도에  사용된  동일한 참조부
호는  동일부품을  나타낸다.   참조기호(D1,  D2,…,D8)는  제2도에  표시된  메모리  셀  블록(11  내지 1
9)에 기억된 전자 시그니춰 데이타를 나타낸다.  참조기호(M11,M12,…,M18,M21,M22,…,M2
8,…,M91,M92,  및  M98)는  제2도에  표시된  각  서브블록(11-0,11-1,…,11-7,12-0,…,12-7,19-0,…,  및 
19-7)의  메모리  셀(MC)내에  기억된  데이타를  표시한다.   제3도에  표시된  바와같이  메모리  셀 블록
(11)내의  모든  서브  블록은  동일한  데이타(D1)을  기억한다.   또한  메모리  셀  블록(12)내의  모든 서
브  블록은  동일한  데이타(D2)  를  기억한다.   마찬가지로  각  메모리  셀  블록(13  내지  18)내의  모든 
서브  블록은  각각  동일한  데이타(D3,D4,…,  또는  D8)를  기억한다.  반대로  용장메모리  셀  블록(19)에   
있어서  각  서브  블록(19-0,  19-1,...,  및  19-7)은  각각  메모리  셀블록(11  내지  18)에  기억된 데이타
를 대응하는 데이타(D1,D2,…, 및 D8)를 기억한다. 

이제 제2도에 표시된 회로의 동작을 설명한다.

전자  시그니춰가  판독되어야  하고  메모리  셀  블록(11  내지  18)중  하나가  오동작중일때  가상 워어드
라인(VWL)은  12V의  어드레스  입력신호(또한  참조기호(AP)로  표시됨)를  신호  검출회로에  인가함에 의
해서  선택되며  모든  워어드라인(WL)은  행  디코우더  회로(6)가  금지되어  선택된  가상 워어드라인
(VWL)에  의해  동작되기  때문에  선택되지  않는다.  선택된  가상  워어드라인(VWL)은  기준전압(VRR)을 
어드레스  신호  발생회로  (9)에  공급한다.   따라서  용장  메모리  셀  블록(19)에  오동작  또는 고장메모
리  셀  블록  대신에  사용된다.   메모리  셀  블록(11)이  오동작중이라고  가정한다.   제어신호(BR1  및 
BR9)는  그후 "  H  "  레벨로 된다.   제어신호 (BR1)의   "  H  "  레벨은 인버어터(IV1)에  의해 반전되어 
그결과  메모리  셀  블록  선택 트랜지스터(TC1 )는  차단상태로  된다.  반면에  "  H  "  레벨은  제어신호 

(BR1)는  용장  블록  선택 트랜지스터(Tc2 )의  게이트에  직접  인가되어 트랜지스터(Tc2 )는  동작상태가 된

다.   또한  스위칭  회로(29)내의  전달  게이트 트랜지스터(Tc3 )는  제어신호(BR9)에  의해  동작상태로 된
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다.   오동작  메모리  셀  블록(11)내에  기억된  전자  시그니춰  데이터가  판독되어야  할때  어드레스 입
력신호(A4  내지  A6)에  관계없이  "  H  "  레벨로  서브블록  선택신호(CO)를  고정시키는  것은  충분하다.   
이와  같은  서브블록  선택신호(CO)의  동작을  고정시키는  것은  뒤에  상세히  설명될  어드레스  신호 발
생회로(9)에  의해  수행된다.   따라서  오동작  메모리  셀  블록(11)에  기억된  데이터(D1)대신에  용장 
메모리  셀  블록(19)의  제1서브블록(19-0)에  기억된  데이타(D1)는 트랜지스터(Tc3 ,  및 Tc2 )를  통하여 

출력버퍼(31)에 전달된다.

  제2도에 표시된 EPROM이  전자 시그니춰를 판독하지 않고 그리고 고장 메모리 셀 블록을 용장 메모
리  셀  블록(19)으로  대체하지  않고  통상의  EPROM으로  사용될때  모든  제어신호(BR1  내지  BR9)는  저 
전위레벨  "  L"  로  세트되며  어드레스  입력단자(A9)의  어드레스  입력신호(A9),  즉  가상워어드라인 선
택신호는  12V의  고전위로  상승되지  않는다.   결과적으로  모든  스위칭회로(21  내지  28)내의  비트라인 
선택신호(Tc1 )는  도전성이되며  스위칭회로(29)내의  전달  게이트 트랜지스터(Tc3 )는  비도전성이  된다.   

또한  행  디코우더회로(6)는  행  어드레스신호(A7,A8,…,  및  A17)를  해독하여  워어드라인(WL)중 하나
를  고전위레벨  "  H  "  로  되게  하며  가상  워어드라인(VWL)은  선택되지  않는다.   따라서 EPROM셀(MC)
은  그로부터  데이타를  판독하거나  거기에  데이타를  기입하거나  이들  메모리  셀  (MC)내의  데이타를 
소거하도록 선택된다.

고장  메모리  셀  블록,  예를  들면  메모리  셀  블록(11)이  메모리  셀  (MC)의  억세싱동안  용장  메모리 
셀  블록(19)에  의해  대체될때  대체동작은  전자  시그니춰가  판독되어질때와  사용된것과  동일하다. 이
경우에 가상 워어드라인(VWL)은 선택되지 않는다.

임의의 다른 고장 메모리 셀 블록을 용장 메모리 셀 블록(19)으로의 대체는 고준위레벨 "  H  "  로 대
응하는 제어신호(BRi, i=2,3,…, 또는 8) 및 제어신호(BR9)를 선택함에 의해서 수행될 수 있다.

제4도는  JEDEC에  의해  제안된  전자  시그니춰의  형식을  보여주는  테이블이다.   제4도는  표시된 바와
같이  16전자  시크니춰(ES1,ES2,…,  및  ES16)는  제2도에  표시된  EPROM의  ROM셀(RC)에  기억된다.   각 
실리콘 기호,   즉  전자 시그니춰는 8비트 데이타로 이루어져 있다.   1전자 시그니춰 내의 각 비트는 
8출력단자(Q1  내지  Q8)중  하나로  부터  출력된다.   제1전자  시크니춰(ES1)는  8비트 데이타(d10,d20 ,…, 

및 d80 )로  구성된  제조업자의  코우드(M.C)이다.  제2전자  시크니춰(ES2)는  8비트 데이타(d11,d21 ,…,  및 

d81 )로  구성된  프로그래밍  알고리즘  코우드(A.C)이다.  제3전자  시크니춰(ES3)  내지  제16전자 시크니

춰(ES16)는  각  제조업자에게  개별적으로  한정된다.   제2도에  표시된  회로에서  제1전자  시크니춰의 8
비트 데이타(d10,d20 ,…,  및 d8 )는  각각  메모리  셀  블록(11  내지  18)에  기억된다.  좀더  엄밀하게 말하

면  최하위  비트  데이카는  제  1  메모리  셀  블록(11)의  각  서브  블록내에서  비트라인  선택신호(BO)에 
의해  선택되는  제  1  비트라인(BL)과  협력하여  제1ROM  셀(RC)에  기억된다.  마찬가지로  나머지  비트 
데이타 (d30,d40 ,...,  및 d80 )는  각각 각  메모리 셀  블록(13  내지 18)내의 비트라인 선택기호(BO)에 의

해 선택된 제 1ROM 셀(RC)에 기억된다.

 제2전자시그니춰(ES2)의  8비트 데이타(d11,d21 ,…4,  및 d81 )는  각각  메모리  셀  블록(11  내지  18)내의 

비트라인 선택신호(B1)에 의해 선택된 제2 ROM 셀(RC)에 기억된다.  

따라서 각 전자 시그니춰의 8비트 데이타는 각 메모리 셀 블록(11  내지 18)내의 각 ROM  셀에 기억된
다.  따라서  제1메모리  셀  블록(11)내의  각  서브블록(11-0  내지  11-7)은  사선으로  제4도에  표시한 바
와같은  16비트  데이타 (d10,d11 ,…,  및 d116 )로  구성되는  데이타(D1)를  기억한다.   각  서브블록(12-0 

내지  12-7)은 16비트(d20,d21 ,…,  및 d215 )로  구성되는 데이타(D2 )를  기억한다.  마찬가지로  나머지 메

모리 셀 블록(13 내지 18) 각각은 8세트의 동일한 16비트 데이타(D3,D4,…, 및 D8)을 기억한다.

제4도에  표시된  테이블에서  별표  표시가  있는 출력단자(Q8 )  로  부터  출력된  최상위  비트 데이타

(d80,d81,…, 및 d816)는 각 전자 시그니춰에 대한 기수패리티 비트이다. 

제5도는  제1전자  시그니춰(ES2)  즉  제조업자  코우드의  여러가지  예를  보여주는  테이블이다.   제5도
에서 예를 들어 AMD에  대한 제조업자 코우드는 8비트 데이타(ＯＯＯ ＯＯ O1)로  이루어져 있다.   각 
비트는  출력단자(Q1  내지  Q8)중의  하나로부터  출력된다.   이  제조업자  코우드는  각  장치의  ROM 셀
(RC)에 기억되어서 사용자가 장치를 식별할 수 있도록 한다. 

제6도는  고차  열  어드레스  신호(a4,  a5  및  a6)와  선택된  서브블록사이의  관계를  표시하는 테이블이
다.   제6도에서  행  어드레스  신호(a4,  a5  및  a6)가  각각  0,0,0일때  서브블록  선택신호(CO)는 "H"레
벨로  선택되어  그결과  대응  서브블록(11-0,  12-0,…,  및  19-0)  (제2도)이  선택된다.   이  경우에 메
모리  셀  블록(11)은  용장  메모리  셀  블록(19)에  의해  대체될  수  있다.   또한  행  어드레스  신호(a4, 
a5  및  a6)가  각각  1,0,0일때  서브블록  선택신호(C1)는  "  H  "  레벨로  선택되어  대응하는 서브블록
(11-1,  12-1,…,  및  19-1)이  선택된다.   이  경우에  메모리  셀  블록(12)은  용장  메모리  셀 블록(19)
에  의해  대체될  수  있다.   행어드레스  신호(a4,  a5  및  a6)의  다른  조합들은  "H"레벨인  대응하는 서
브블록  선택신호(C2,C3,…,  및  C7)를  발생한다.  행어드레스  신호(a4,  a5,  및  a6)의  조합을  소망하는 
세트로  고정시킴에  의해서  소망하는  서브  블록  선택  신호가  선택된다.   결과적으로  대체동작이 수행
된다.

제7도는  어드레스  신호  발생회로(9)를  좀더  상세히  설명하는  회로도이다.   제7도에서  어드레스  신호 
발생회로(9)는  3개  어드레스  신호  선택회로(S1,S2,  및  S3)  및  9개  어드레스  신호 결정회로(AD1,AD
2,…,  및  AD9)로  구성되어  있다.   각  어드레스  신호  선택회로(S1,S2,  및  S3)는  상보형  금속산화 반
도체(complementary  metal  oxide  semiconductor  :  CMOS)트랜지스터로  이루어진  2개의  인버어터(I1 
및 I2),  2개의 전달게이트(TG1  및 TG2)  및 2개의 CMOS  인버어터(I3  및 I4)를 포함하고 있다.  이 인
버어터들(I1  내지 I4)은  파형 형성회로로 작용을 한다.   각  전달 게이트(TG1  및  TG2)는  병렬로 접속
된 P  채널 MOS  트랜지스터 및 N  채널 MOS  트랜지스터로 이루어져 있다. 각  어드레스 신호 판별회로
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(AD1  내지  AD9)는  3개의  전달게이트(TG3,  TG4  및  TG5)를  포함한다.  각  전달   게이트(TG3,  TG4  및 
TG5)를 병렬로 접속된 P  채널  MOS트랜지스터 및  N  채널 MOS  트랜지스터로 이루어져 있다.  대체동
작이  이루어져야  할때  어드레스신호  결정회로(AD1  내지  AD8)는  각각  서브블록  선택신호(C0,  C1,…, 
및  C7)를  선택하기  위한  어드레스  신호(a4,a5,  및  a6)세트를  결정한다.   즉,  대체동작이  발생할때 
각  회로(AD1  내지  AD8)에서  전달게이트(TG3)는  어드레스  신호(a4)를  결정하고  ;  전달게이트(TG4)는 
어드레스  신호(a5)를  결정하며  ;  전달  게이트(TG5)는   어드레스  신호(a6)를  결정한다.   결국 어드레
스신호  결정회로(AD1)에서  전달게이트(TG3,TG4  및  TG5)의  모든  입력은  저항(R)을  통하여  접지되어 
그결과  회로(AD1)는  어드레스  신호(a4,a5,a6)세트가   (0,0,0)와  동일하게  되도록  결정할  수  있다.   
또한  어드레스  신호  결정  회로(AD2)에서는  전달게이트(  TG3)의  입력은  저항(R)을  통하여 전원(Vcc)
에  접속되며  전달게이트(TG4  및  TG5)의  기타  2입력은  저항(R)을  통하여  접지되므로  회로(AD2)는 어
드레스  신호(a4,a5,a6)세트가   (1,0,0)와  동일하게  되도록  결정할  수  있다.   마찬가지로  다른 어드
레스  신호 결정 회로(AD3  내지 AD8)에서도  전달게이트(TG3,   TG4  및  TG5)의  입력은 소망하는 어드
레스 신호(a4,a5 및 a6)세트에 따라서 저항(R)을 통하여 전원(Vcc)또는 접지에 연결된다.

제7도에  표시된  회로의  동작에  의해서  대체동작이  수행되지  않을때  가상  워어드  라인(VWL)이 선택되
지  않으므로(제2도  참조)  기준전압(VRR)은  저  레벨  "L"이  된다.   기준전압(VRR)이 전달게이트(TG1)
의  P채널  MOS  트랜지스터의  게이트  및  전달게이트(TG2)의  N  채널  MOS  트랜지스터의  게이트에 인가된

다.  반전된 기준전압( )은  전달게이트(TG1)의  N  채널  MOS  트랜지스터의  게이트  및 전달게이트
(TG2)의  P  채널  MOS  트랜지스터의  게이트에  인가된다.  그러므로  기준전압(VRR)이  저  레벨  "  L  "일때 
전달게이트(TG1)는  도전성으로  되며  전달게이트(TG2)는  비전도성으로  된다.  결과적으로  외부 소오스
로부터  가해진  어드레스  입력신호(A4,  A5  및  A6)는  각  어드레스  신호  선택회로(S1,  S2  및  S3)내의 
전달게이트(TG1)를  통하여  제2열  디코우더(8)에  전달된다.  즉,  제2열  디코우더(8)는  각각  고차  열 
어드레스신호(a4, a5, 및 a6)로서 외부어드레스 입력신호(A4, A5 및 A6)를 받아들인다.

메모리  셀  블록(11)이  용장메모리  셀  블록(19)으로  대체될때  제어신호(BR1  및  BR9)는  "  H  "는 레벨
로  선택된다.   제어신호(BR1)는  제1어드레스  신호  결정회로(AD1)내의  전달게이트(TG3,TG4  및  TG5)의 

N  채널  MOS  트랜지스터의  게이트에  인가된다.   반전제어신호(  )는  동일회로(AD1)내의 전달게이

트(TG3,TG4  및  TG  5)중의  P채널  MOS  트랜지스터의  게이트에  인가된다.   그러므로  회로  (AD1)내의 전
달게이트(TG3,TG4  및  TG5)는  도전성이  된다.   제어신호(BR9)는  제  9  어드레스  신호 결정회로(AD9)내
의  전달게이트(TG3,TG4  및  TG5)중의  P채널  MOS  트랜지스터의  게이트에  인가된다.   반전제어신호

(  )는  동일회로(AD9)내의  전달게이트(TG3,TG4  및  TG5)중의  N채널  MOS트랜지스터의  게이트에 인

가된다.  그러므로  회로(AD9)내의  전달게이트(TG3,TG4  및  TH5)는  비도전성이  된다.   또한  대체동작이 
수행될때  기준전압(VRR)은  고레벨  "  H  "로  전환되어  그  결과  전달게이트(TG1)은  비전도성으로  되고 
전달게이트(TG2)는  도전성으로  된다.   결과적으로  회로(AD1)내의  전달게이트(TG3)의  출력은 회로

(S1)내의 전달게이트(TG3)를 통하여 제2열 디코우더(8)에 전달된다.

  회로(AD1)내의 전달게이트(TG3)의 입력은 저항(R)을 통하여 접지되므로 그 출력은 "  0  "  ,  즉 "  L 
"레벨로 된다.  마찬가지로 전달게이트(TG4 및 TG5)의 출력은 " L "레벨로 된다.  

따라서  제2열  디코우더(8)는  외부어드레스  입력신호(A4,A5  및  A6)에  관계없이  각각  0,0,0와  같은 어
드레스  신호(a4,a5,a6)을  받아들인다.   어드레스신호(0,0,0)에  응하여  제2열  디코우더(8)는 제1서브
블록 선택신호(CO)를 선택한다.

마찬가지로  제어신호(BR2)가  "  H  "레벨로  선택될  때  제2열  디코우더(8)는  외부어드레스 입력신호
(A4,A5 및 A6)에 관계없이 제2서브블록신호(C1)를 선택한다.

제어신호(BR3,BR4,…,  또는  BR8)가  선택될때  서브블록  선택신호(C3,C4,…,  또는  C8)가  각각 선택된
다.

제8도는  신호검출회로(5)를  좀더  상세하게  보여주는  회로도이다.   제8도에서  신호검출회로(5)는 P채
널 MOS트랜지스터(Q1), N채널 MOS트랜지스터(Q2) 및 인버어터(IV)를 포함한다.

트랜지스터(Q1)의 게이트는 접지된다.

트랜지스터(Q1)의  소오스는  전원  Vcc에  연결된다.   트랜지스터(Q1)의  드레인은  트랜지스터(Q2)의 드
레인에 접속된다.  트랜지스터(Q2)의 소오스는 접지된다.

트랜지스터(Q1)와  트랜지스터(Q2)사이의  접속점은  인버어터(IV)의  입력에  접속된다. 트랜지스터(Q
2)는 12V보다 조금낮은 높은 드레시호울드 전압, 예를 들어 10V의 전압을 갖는다.

트랜지스터  (Q2)의  게이트는  어드레스  입력단자(A9)에  접속된다.   12V의  고전압이  어드레스 입력단
자(A9)에  인가될때  트랜지스터(Q2)는  동작상태로  되어  인버어터(IV)의  출력은  고레벨"  H  "의 기준전

압(VRR)을 제공한다.  반전 기준전압(  )은 인버어터(IV)의 입력으로부터 제공된다.  

기준전압(VRR)은  가상워어드라인(VWL),  회로(S1,S2  및  S3)(제7도)내의  전달게이트  및  동작을 금지시
키기 위한 행 디코우더 회로(6)(제2도)에 가해진다.

제9도는  제어신호  발생회로(41)를  좀더  상세히  보여주는  회로도이다.   제9도에서  제어신호 발생회로
(41)는 퓨우즈(F1), N채널 MOS 트랜지스터(Q3), 저항(R) 및 2인버어터(IVa 및 IVb)를 포함한다.

 퓨우즈(F1)는  전원(Vcc)과  트랜지스터(Q3)의  드레인  사이에  접속된다.   트랜지스터(Q3)의  소오스는 
접지된다.   저항(R)은  트랜지스터(Q3)의  드레인과  접지사이에  접속된다.   트랜지스터(Q3)의 드레인
은 제1단 인버어터(IVa)의 입력에 접속된다.

제  1단  인버어터(IVa)의  출력은  제2단  인버어터(IVb)의  입력에  접속된다.  퓨우즈용단  신호(FC1)가 
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트랜지스터(Q3)의  게이트에  인가될때  트랜지스터(Q3)는  동작상태로  되어  퓨우즈(F1)를  통하여 전류
가  흘러서  퓨우즈(F1)를  용단시킨다.   그후  트랜지스터(Q3)의  드레인은  "   L  "  레벨로  전환된다.   
결과적으로  제어  신호(BR1)는  제1단  인버어터(IVa)의  출력에서  얻어진다.   또한 반전제어신호(  

)는  제2단  인버어터(IVb)의  출력에서  얻어진다.   제어  신호(BR1)  및 반전제어신호(  )는(AD1) 

(제7도)내의 전달게이트(TG3,TG4 및 TG5)에 인가된다.

기타 제어신호 발생회로(42 내지 49)는 제9도에 표시된 것과 동일한 회로구성을 갖는다.

제10도는 퓨우즈용단신호(FC1)를 발생하기 위한 회로를 보여주는 회로도이다.

제10도에서  회로는  입력단  인버어터(IVc),  2개의  P채널  MOS트랜지스터(Q4,  Q5),  2개의  N채널 MOS트
랜지스터(Q6, Q7) 및 출력단 인버어터(IVd)를 포함하고 있다.

인버어터(IVc)의 출력은 트랜지스터(Q4 및 Q6)의 게이트에 접속된다.

트랜지스터(Q4  및  Q6)의  소오스는  전원(Vcc)에  접속된다.  트랜지스터(Q4,  및  Q5)의  드레인은 트랜지
스터(Q6)의  소오스  및 인버어터(IVd )의  입력에  접속된다.  트랜지스터(  Q6)의  드레인은  트랜지스터( 

Q7)의 드레인에 접속된다.

트랜지스터( Q7)의 소오스는 접지된다.

대체신호(RW)가  "  L  "  레벨로  될때  P채널  트랜지스터(  Q5)는  도전성으로  되며  N채널 트랜지스터(Q
7)는  비도전성으로되어 인버어터(IVd )의  입력은  "  H  "  레벨로  된다.   이  경우에  퓨우즈  용단 신호

(FC1)는 " L " 레벨로 되어 퓨우즈(F1) (제9도)는 용단되지 않는다.

단자(Q1)가  "  L  "  레벨이고 대체신호(RW)가  "  H  "  레벨일때 트랜지스터(Q4  및   Q5)는  차단상태로 되
며 트랜지스터(Q6및  Q7)는  동작상태로 되어 인버어터(IVd) 의  입력은 "  L  "  레벨로 된다.  이경우에 퓨

우즈용단신호(FC1)는 " H " 레벨로 되어 퓨우즈(F1) (제9도)를 용단시킨다.

퓨우즈용단신호(FC2 내지 FC8) 발생회로는 제10도에 표시된 회로와 동일한 회로구성을 가지고 있다.

명백한  바와같이  출력단자(Q1  내지  Q8)는  판독데이타를  출력하거나  또는  기입데이타를 입력시키는것
뿐 아니라 대체 블록 선택신호를 가하는데에 사용된다.

제11도는  용장  서브블록에  대응하는  퓨우즈용단신호(FC9)를  발생하기  위한  회로를  보여주는 회로도
이다.

제9도에서  회로는  2개의  인버어터(IVe  및 IVf )로  이루어져  있다.   대체  신호(RW)가  "  H  "  레벨일때 

퓨우즈용단신호(RC9)는 " H " 레벨로 전환되어 퓨우즈(F9)(표시안됨)를 용단시킨다.

상기한  실시예에서  각  메모리  셀블록(11  내지  18)은  8세트의  동일한  16비트데이타(D1,D2,…,  또는 
D8)를  기억한다.  예를들면  메모리셀블록(11)은  제3도에  표시한  바와같이  특정영역(11a)에  8세트의 
16비트데이타(D1)를 기억한다. 그러나 본 발명은 상기 설명한 실시예에 제한되지 않는다.

제12도는  본  발명의  다른  실시예에  따른  EPROM을  보여주는  블록회로도이다.   제12도에서  제3도에 사
용된 것과 동일한 참조기호는 동일한 부품을 표시한다.

제3도와  제12도와의  중요한  차이점은  메모리셀블록(11a,12a,…,  및  18a)에  있다.  즉,  제12도에서는 
각  메모리  셀블록(11a,12a,......,  및  18a)은  각각  제1서브블록(11a-O,  12a-O,  13a-O,  또는 18a-
O)내에 8세트 대신에 단일세트의 16비트 데이타(D1,D2,…, 또는 D8)를 포함한다. 

또한  부가적인  서브블록  선택  트랜지스트(Qa)가  메모리  셀  블록(11a  내지  18a)중  하나내의  서브블록 
선택 트랜지스터(Tbo)와 병렬로 접속된다.

부가 서브블록 선택트랜지스터(Qa)의 게이트는 가상 워어드선( VWL)에 접속된다.  

제13도는 제12도에 표시된 EPROM내의 메모리 셀 블록(11a)을 좀더 상세히 보여주는 회로도이다.

제13도에서  ROM  셀  (RC)은  단지  제1서브블록(11a-O)내에만  갖춰진다.   또한  부가  서브블록  선택 트
랜지스터(Qa)는 트랜지스터(Tbo)에 병렬로 접속된다.

제12도  및  제13도에  표시된  구성에  의해  용장  메모리  셀  블록(19)이  전자  시그니춰를  판독하는  동안 
사용되지  않았을때  가상되어  드라인(VWL)은  "  H  "  레벨로  선택되어  데이타(D1,D2,…,  및  D8)는  각각 
서브블록(11a-O, 12a-O, …, 및 18a-O)으로 부터 판독된다.

용장  메모리  셀  블록(19)이  전자  시그니춰를  판독하는  동안  사용될때  제7도에  표시된  회로는  또한 
앞에서 언급한 실시예에서와 동일한 방법으로 사용된다.

전술한  설명으로부터  명백한  바와같이  본발명에  따르면  용장구성을  가진  반도체  기억장치에  있어서 
임의의  출력  비트에  대응하는  메모리  셀  블록이  용장  메모리  셀  블록에  의해  대체될때  조차도  전자 
시그니춰를 정확하게 판독할 수 있는 전자 시그니춰 판독회로가 제공될 수 있다.

본 발명은 언급된 실시예에 제한되는 것은 아니다.

본  발명의 정신을 벗어나지 않고 여러가지의 변경 및  수정이 가능하다.   예를들면 메모리 크기는 임
으로 선택될 수 있다.  또한 본 발명은 EPROM 뿐 아니라 PROM 또는 RAM에도 적용할 수 있다.
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(57) 청구의 범위

청구항 1 

각각  복수의  출력비트  데이타를  출력하기  위한  복수의  출력단자  ;  각각  상기  출력단자에  대응하는 
복수의 메모리 셀 블록 ;  및  상기 메모리 셀 블록중에서 고장 메모리 셀 블록을 대체할 수 있는 용
장  메모리  셀  블록으로  구성되며,  상기  용장메모리  셀  블록은  복수비트로  구성되는  제1소정데이타를 
기억하기  위한  제1  특정영역을  가지고  있으며,  상기  메모리셀블록  각각은  상기  제1소정  데이타중의 
분할된  하나와  일대일  대응으로  동일한  제1소정  데이타를  기억하기  위한  제2특정영역을  가지며, 더
우기  상기  메모리  셀  블록중의  하나가  상기  용장메모리  셀  블록으로  대체될때  상기  용장메모리  셀 
블록과  대체될  메모리  셀  블록에  기억된  상기  제  2소정데이타에  대응하는  상기  제1소정데이타중의 
선택된 하나를 선택적으로 판독하기 위한 수단을 포함하는 것을 특징으로하는 반도체 기억장치.

청구항 2 

제1항에  있어서,  상기  용장메모리  셀  블록내의  상기  제1특정영역은  복수의  제1서브블록으로 분할되
며,  상기  각  제1서브블록은  상기  제1소정  데이타중의  분할된  하나이며  상기  메모리  셀  블록중의 하
나의 블록에 대응하는 분할된 상기 분할된 하나를 기억하는 것을 특징으로 하는 반도체 기억장치.

청구항 3 

제2항에  있어서,  상기  각  메모리  셀  블록내의  상기  제2특정영역은  복수의  제2서브블록으로  분할되며 
적어도  상기  각  메모리  셀블록내의  상기  제2서브블록중의  하나는  상기  제1서브블록중의  하나내에 기
억된 데이타와 동일한 데이타를 기억하는 것을 특징으로 하는 반도체 기억장치.

청구항 4 

제3항에  있어서,  상기  가  메모리  셀  블록내의  상기  각  제2서브블록은  상기  제1서브블록중의 하나내
에 기억된 데이타와 동일한 데이타를 기억하고 있는 것을 특징으로 하는 반도체 기억장치.

청구항 5 

제3항  또는  4항에  있어서,  상기  수단은  상기  제1서브블록중의  소망하는  하나로서  상기  용장  메모리 
셀  블록으로  대체될  상기  메모리  셀  블록중의  하나에  대응하는  상기소망하는  하나를  선택하기  위한 
어드레스신호발생회로를 포함하는 것을 특징으로 하는 반도체 기억장치. 

청구항 6 

제5항에 있어서,  상기 수단은 더우기 각각  상기 메모리 셀 블록에 대응하며 대응하는 메모리 셀 블
록이   상기  용장  메모리셀  블록으로  대체되어야  할때  상기  대응하는  출력단자에  전달하도록  상기 대
응하는  메모리셀  블록의  출력대신에  상기  용장  메모리  셀  블록의  출력을  각각이  작동적으로 선택하
는 복수의 스위칭회로를 포함하는 것을 특징으로하는 반도체 기억장치.

청구항 7 

제6항에  있어서,  상기  수단은  각각   상기메모리  셀  블록  및  상기  용장  메모리  셀  블록에  대응하는 
복수의  제어신호  발생회로를  포함하며,  상기  각  제어신호  발생회로는  대응하는  메모리  셀  블록이 대
체되어야  할때  대응하는  스위칭회로의  스위칭  동작을   제어하기  위한  제어신호를  작동적으로 발생하
는 것을 특징으로하는 반도체 기억장치.

청구항 8 

제7항에  있어서,  상기  제1소정역역  및  상기  제2소정영역은  상기  제1및  제2소정데이타를  기억하며 가
상  워어드  라인에  의해  자동적으로  선택되는  판독전용  기억장치(ROM)셀을  포함하며,  상기  수단은 더
우기  상기  제1  또는  제2소정데이타를  판독하기  위한  특정  어드레스  입력신호에응하여  상기 가상워어
드라인을 선택하기 위한 신호검출회로를 포함하는것을 특징으로하는 반도체 기억장치.

청구항 9 

제8항에  있어서,  상기  어드레스신호발생회로는  각각이  상기  메모리  셀  블록에  대응하며  메모리  셀 
블록이  상기  용단  메모리  셀  블록으로  대체되어야  할  때  상기  제어신호에  응하여  대체될  상기 메모
리  셀  블록중의  하나에  대응하는  상기  제1서브블록중의  하나를  억세싱하기  위한  고정  어드레스 신호
를  작동적으로  결정하는  복수의  어드레스  신호  결정회로와  각각이  상기  특정  어드레스  입력신호에 
응하여  외부  어드레스  입력신호  또는  상기  고정  어드레스  신호중의  하나를  선택하기  위한  복수의 어
드레스 신호 선택회로를 포함하는 것을 특징으로하는 반도체 기억장치.

청구항 10 

제9항에  있어서,  상기  메모리  셀  블록은  상기  제2특정영역을  제외한  영역내에  소거  가능하고 프로그
램가능한  판독전용  기억장치(EPROM)  셀을  포함하며,  상기  용장메모리  셀  블록은  상기  제1소정영역을 
제외한  영역내에  용장메모리셀을  포함하며,  상기  EPROM셀과  상기  용장메모리  셀은  워어드라인과 비
트라인 사이에 배치되어 있는 것을 특징으로하는 반도체 기억장치.

청구항 11 

제10항에  있어서,  더우기  상기  워어드라인중  하나를  선택하며  상기  가상워어드  라인이  선택될때 상
기  워어드라인을  선택하도록  작동적으로  금지시키는  행  디코우더를  포함하는  것을  특징으로하는 반
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도체 기억장치.

청구항 12 

제11항에  있어서,  상기  수단은  더우기  상기  가상  워어드라인을  선택하여  상기  행  디코우더의  동작을 
금지시켜서  상기  고정  어드레스  신호를  선택하도록  상기  어드레스  신호  선택회로를  작동시키기 위하
여  상기  특정  어드레스  입력신호를  검출하기  위한  신호  검출회로를  포함하는것을  특징으로하는 반도
체 기억장치.
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